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ВТСП-провода второго поколения, представляющие собой многослойные гетероэпитаксиальные оксидные структуры с кубической текстурой на металлических лентах-подложках, занимают важное место в прикладной сверхпроводимости и все чаще применяются в разного рода устройствах: кабелях, токоограничителях, высокополевых магнитах и т.д. Совершенствование материалов идет преимущественно в направлении повышения устойчивости критической плотности тока (Jc) по отношению к внешнему магнитному полю путем введения искусственных центров пиннинга, а также в направлении наращивания критического тока за счет увеличения сечения слоя сверхпроводника. Во всех коммерчески доступных ВТСП-проводах 2-го поколения сверхпроводником являются фазы RBa2Cu3O7-x (R123, R= Y, Sm, Gd) с критической температурой 89-92 К. В то же время, давно известные ВТСП с еще более высокими критическими температурами - таллиевые и ртутные купраты пока не нашли воплощения в технических материалах, хотя и были продемонстрированы отдельные результаты, свидетельствующие о перспективности таллиевых купратов, даже во внешних магнитных полях порядка 1 Тл. Интересным преимуществом таллиевых купратов, по сравнению с системами R123, является бóльшая допустимая толщина сверхпроводящего слоя и бóльшая температура перехода в сверхпроводящее состояние ≈100-110 К. Большинство работ связано с осаждением пленок на монокристаллы [1,2], для практического применения и создания проводов необходимо поэтапно разработать методы получения сверхпроводящих покрытий на длинномерных лентах-подложках.

Целью данной работы является разработка процессов получения новых ВТСП-материалов на основе купратов таллия на лентах-подложках с кубической текстурой поверхностного буферного слоя (LaAlO3, LaMnO3, CeO2).

Для достижения цели необходимо осуществить последовательность этапов, обязательных для формирования конечной пленки с нужными свойствами: методом MOCVD получить оксидные пленки-прекурсоры на текстурированных лентах-подложках и монокристаллах, для чего  предварительно синтезировать исходные летучие реагенты, разработать высокотемпературное устройство для обработки  пленок -прекурсоров парами оксида  таллия, синтезировать источник этих паров; разработать, изготовить и испытать электрохимический датчик пара таллия  для контроля условий отжига. 

В результате работы методом MOCVD получены промежуточные пленки смеси оксидов без таллия; разработана устройство для отжига и насыщения пленок таллием при высокой температуре; синтезирован таллий-проводящий твердый электролит, на его основе разработан и протестирован датчик пара таллия; посредствам таллифицирующего отжига удалось получить пленки, содержащие фазы купратов таллия; определены необходимые условия для насыщения пленок таллием. Выявлены неописанные ранее принципиальные проблемы насыщения таллием пленок на подложках с металлической основой. Изучена температурная зависимость проводимости таллия в таллиевом-β-глиноземе, определена ее энергия активации.
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